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Devrenin ¢alismasi i¢in gereken sartlar dikkate alindiginda, verilen Vicmin degerinde T1-T2
iletim yoniinde kutuplanmali ve transistorlar doyma bolgesinde kalmali.

PRV M1y TS VY
200AIV X 80

sart1 yerine gelmeli. Verilen Vicmin =-1V degerinde T1 transistorunun kaynak ucu gerilimi

Vi, =Vie i —Vee =~V — 095/ = - 195/

Cmin

bulunur.. Vg, <- Vss olamayacagindan, devre bu son sart1 yerine getiremez!



Soru 2
Ky =B.9w-R,

R=— T = 1 = 22MQ

(A + A1, (001+002)x15x10°

G=B. [kn"I A.(%) =134uAlV = K, =134uAIV x 22MQ =297
1-2

1 1

fq= = = 6.6kHz
2MRo(C +Cyy) 2 X 22M X @L1pF)

GBW = K, .f, =297x6.6kHz = 195MHz
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Soru 3:
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Ust simr
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